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〔はじめに〕 GaN は高い絶縁破壊強度や飽和電子速度など優れた物性値を持ってお

り、高耐圧デバイスおよび高速動作デバイスへの応用が期待されている。サファイア基

板上に形成した横型デバイスで高耐圧を達成するためにはリサーフ構造が有効である。本

報告は、ゲート-ドレイン間に n-層を有するリサーフ構造 MISFETs の試作を行い、高耐圧化

の指針を得たのでその結果について述べる｡ 

〔実験〕 デバイスの断面構造を図１に示す。サファイア基板上に 3umの undoped-GaN 層、

１um の Mg 濃度 1×1018/cm3のｐ型層をエピタキシャル成長させた基板を使用した。リサー

フ領域としての n-層は Siを 5×1013/cm2注入を行い、またソースドレイン直下 Siを 1×1015/cm2

イオン注入を行い n+層を形成した。リサーフ領域の Siピーク濃度は約 8.8×1018/cm3である。

その後活性化熱処理を 1100℃で 2 分間行った後、素子分離のため窒素を 1×1015/cm2 イオン

注入した。その後、ソース及びドレイン電極を形成し合金化熱処理を 550℃１分間行った。 

 〔結果〕 図 2 にゲート長 2um､ゲート幅 50um のデバイスのリサーフ長に対する絶縁破

壊電圧を示す。n-層を設けることにより、絶縁膜のエッジにかかる電界が緩和されることに

より耐圧が向上した。またリサーフ長を伸ばすことにより耐圧が上昇した。 

本研究は環境省｢未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事業」

の委託をうけてなされた。 

 

 

図 1 デバイスの断面構造            図 2 耐圧のリサーフ距離依存性  
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